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1 研究背景と目的 

 La5Mo4O16 は遷移金属 Mo を中心に持つ正八面体

MoO6 が正方格子を組む層状構造を取る.面間は非磁

性のMo2O10クラスターで繋がっている.また a軸と b

軸,及び b 軸と c 軸は 90 度をなすが,a 軸と c 軸は 95

度を成す.単斜晶の構造を取る.La5Mo4O16 は 190K 付

近で磁気転移を起こし,転移温度以下では面内はフ

ェリ磁性,面間は反強磁性となる.しかし転移温度以

下で c軸方向に 0.5T以上の磁場をかけると,面内はフ

ェリ磁性を保ったまま,面間は強磁性となる.さらに

T2=90K,T1=60K付近で磁化率や歪に異常が現れる[1].

この T1,T2における歪に関して a軸と b軸に異方性が

あることが知られていたが,a 軸と b 軸の特定がなさ

れていなかった[2].そのため本研究では c軸方向に厚

みのある単結晶La5Mo5O16を作製し,背面Laue法によ

って,a軸と b軸を特定し,結晶歪の温度依存性測定や,

電気抵抗率の温度依存性測定,磁気抵抗測定につい

て,面内異方性を調べた. 

2 実験方法 

 試料の作製については ,まず原料の La2MoO6 と

MoO2 を化学量論比で混合し,還元剤の Mo とともに

ガラス石英管に真空封管し,1250 度で焼結する.その

後 FloatingZone 法により,単結晶 La5Mo4O16を育成し

た. 

 軸特定については,まず単結晶La5Mo4O16が ab面で

劈開することから,劈開面に x 線を照射して Laue 回

折像を得る.その後一方の軸周りに 90 度回転させて

再度 Laue回折像を得て,軸が 95度をなしている場合,

それを ac 面であると特定した. 

3 実験結果及び考察 

 図 1に示す,得られた Laue回折像から a軸と b軸の

特定に成功した.この試料を用いて結晶歪の測定を

行い,a 軸方向と b 軸方向の歪の温度依存性を得るこ

とができた.また電気抵抗率測定の結果を図 3 に示

す.この結果から電気抵抗率は a 軸と b 軸とで約 10

倍の違いがあり,面内異方性があることを示唆して

いる.また磁気抵抗について,a 軸方向の 100K の測定

結果を図 4 に示す.図 4 に示すように ρmaxと ρminをそ

れぞれ磁場が-1Tから 1Tまでの範囲での抵抗率の最

大値,最小値とし,0T での抵抗率を ρ(0)とする.縦軸を

(ρmax-ρmin)/ρ(0)で横軸を温度として各軸についての測

定結果をプロットしたものを図 5に示す.磁気抵抗に

関して面内異方性はないことを示唆している. 
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図 1 La5Mo4O16の Laue回折像 

 
図 2 La5Mo4O16の結晶歪 

 
図 3 La5Mo4O16の電気抵抗率の温度依存性 

 
図 4 La5Mo4O16の a 軸方向の磁気抵抗測定 

 
図 5 La5Mo4O16の磁気抵抗 
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